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【背景・目的】 

我々は新規熱電変換材料として BaSi2に着目してい

る。優れた熱電特性を有する熱電材料が、レアメタル

や有毒な元素を含むことが多いのに対し、BaSi2 は資

源が豊富で有毒ではない Ba と Si で構成されている。

BaSi2は第一原理計算により、室温付近で 600 μV/Kを

越える非常に大きなゼーベック係数を有することが明ら

かになっている[1]。さらに複雑な結晶構造に起因して、

バルク結晶は室温付近で 1.56 W/mK と小さな熱伝導

率をもつことが確認されている[2]。これまで、BaSi2 膜の

形成には、多くの場合Si基板が用いられてきた[3]。しか

し、熱電特性を含めて電気特性評価時に Si 基板の寄

与を排除することは容易でない。本研究では、Si 基板

上に絶縁体である Si3N4膜を堆積し、その上にBaSi2膜

を形成することで、BaSi2 膜の電気特性を評価すること

を目的とする。 

【実験】 

本試料の作製工程を Fig. 1に示す。RFスパッタ法に

より Si 基板上に Si3N4絶縁膜を 200 nm 堆積した後、

BaSi2膜を 400 nm堆積した。BaSi2のスパッタ時には基

板温度を 600 °C、Arガス圧力を 0.5 Pa、BaSi2ターゲッ

ト（東ソー（株）製）の RF-Power (PBaSi2)を 70 Wに固定し、

Baターゲットの RF-Power (PBa)を 0 – 50 Wで変調する

ことで、Ba/Si堆積比を変えた。その後、各試料に in situ

で a-Siキャップ層を 3 nm堆積した。表面には、Al電極

をスパッタ堆積した。結晶性を GI-XRD、電気特性をホ

ール効果測定を用いて室温で評価した。 

【結果・考察】 

Fig. 2 に Si3N4膜上における BaSi2膜と粉末の回折

パターンを示す。全ての試料において粉末 BaSi2のパ

ターンに近い結果が得られ、ランダム配向したBaSi2膜

が形成したことがわかる。 

Fig. 3に Si3N4膜上における BaSi2膜の電気特性を

示す。Si3N4を絶縁膜として使っているため、BaSi2と Si

基板の間で電気抵抗が大きく、BaSi2 の電気特性を評

価する際に Si 基板の影響を排除できているといえる。

PBa の増加に従って、電子密度が減少する傾向が見ら

れ、PBa = 50 Wの試料で電子密度 1×1015 cm–3が得ら

れた。一方、移動度には顕著な変化はみられず、最も

小さい値でも μe = 1082 cm2 V–1s–1 (PBa = 50 W)に達し

た。今後は、熱電特性を含めて BaSi2膜の電気特性を

評価する。 
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Fig. 2 GI-XRD patterns of grown films at PBaSi2 

=70 W and PBa = 0 – 50 W. 

Fig. 1 Schematic of the sample preparation. 

Fig. 3 Electron concentration and mobility of grown 

films at PBaSi2 =70 W and PBa = 0 – 50 W. 
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